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【はじめに】Cu2O は約 2.1 eV のバンドギャップを有する酸化物半導体であり、太陽電池や光電極

といったエネルギー変換デバイスの応用に期待されている。一般に Cu2O は p 型伝導であるため、

これまでZnOやTiO2といったさまざまな n型半導体とヘテロ接合を形成することでデバイス応用

することが検討されてきた [1]。中でも、Cu2O/GaN ヘテロ構造は伝導帯のオフセットが比較的小

さく、他の材料と比較して変換効率が向上する可能性が示唆されている [2]。本研究では、電気化

学堆積法により Cu2O/GaN ヘテロ構造を形成し、その特性を評価した。 

【実験】基板には n-GaN（ND = 1 × 1018 cm-3）を用いた。電解液として硫酸銅と乳酸の混合溶液を

用い、基板電位を-0.5 V に設定して、Cu2O の電気化学堆積を試みた。電解液の pH は NaOH によ

り調整し、浴温は 75°C とした。 

【結果と考察】図１に堆積後の(a)写真と(b)SEM 像

を示す。透明な GaN 初期基板に対し、赤褐色の膜

が堆積していることがわかる。SEM 像から、堆積

された膜の表面は、結晶面を反映していると見ら

れるテクスチャ構造となっていることが確認され

た。次に堆積膜を同定するために、AES による表

面分析、XRD による結晶構造解析を行った。図２

は、堆積前後の試料から得られたオージェ電子の

微分スペクトルである。堆積前は基板由来の Ga

と N のピークが観測されたが、堆積後はそれらの

元素ピークは消失し、Cu ピークが新たに出現、さ

らに O ピークが増加したことがわかる。この結果

は、堆積膜が主に Cu と O で構成されていること

を示している。図３は堆積前後の XRD 測定結果

である。基板由来のピークに加えて、堆積後では

Cu2O 結晶のピークが複数観測された。これらの結

果より、今回堆積した膜は Cu2O 膜であり、(001)

面および(110)面に主に配向した多結晶であると

考えられる。発表当日は、堆積条件による変化や、

光学的、電気的特性について報告する。 
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図１ 堆積後の(a)基板写真と (b) SEM像
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図２ 堆積前後の試料から得られたオージェ電子の
微分スペクトル
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図３ 堆積前後のXRD測定結果
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